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Resumen  
En este trabajo, se presenta una nueva técnica para el modelado de transistores de alta 
frecuencia con tecnología como GaAs(Arseniuro de Galio). La técnica puede predecir uno 
de los fenómenos más críticos en materia de telecomunicaciones, llamado efecto de 
dispersión frecuencial, fenómeno relacionado con el efecto memoria. Los resultados de 
las mediciones revelan la exactitud de esta técnica, bajo condiciones de pequeña y gran 
señal. La técnica propuesta puede ser utilizada en otros modelos para mejorar la 
capacidad de predecir dichos fenómenos, utilizando solo una fuente de corriente en un 
nuevo circuito equivalente a gran señal.  
  
 
 Abstract  
This work presents a new technique for modeling GaAs transistors. This technique can 
model the most critical telecommunication’s phenomenons or called frequency 
dispersion, the results of the measurements, under conditions of small or big signal, can 
predict the exactness of the this topology. The new technique could be used to improve 
the prediction of this phenomenon using more than one current source. 
